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Telefunken

Transistor TFK3070D

Datasheet

TFK 3070 D

NPN-Silizium-Darlington-Leistungstransistor

| Vorldufige technische Daten |

Amwendungen: ® Motorstewerung/Umrichter (380 V-Netz)

@ USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)

@ Schaltnetzteile hoher Leistung (21000 W)

@ Batterie- Ladegerit
@ Schweilgerite

@ Induktionsheizungen

Besonders Markmale:

® Hohe Spearrspannungen
® Kurze Schaltzeiten
& Sahr schnalle C-E-Frailaufdiode

Gehiuseversionen

TFK. 3070 D

AnschluBbelegung
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@& Basis 1 und Besis 2 anschliefbar
@ Dreifachdiffusions-Technik

® Glaspassivierung

TFK 3070 DA
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TFK 3070 D

Abmessungen in mm
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TFK 2070 DA

Kunststofigehduse
Gewicht max. 300 g
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TFK 3070D

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
Toe=25"C

Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Isolationsspannung

Maximale Wiarmewiderstéinde
Sperrschicht-Gehause

Leistungstransistor

Freilaufdiode

KenngréBen

T =256 "°C, falls nicht anders angegeben

Gase
Kollektor-Emitter-Reststrom
UEFH =1000V, R, =2700, FJ':, =100 0
U =1000V, R, =2700, R, =1000
T _=100°C

case

Emitter-Basis-Reststrom

Ugp =5V 7.7,

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
l.=750 mA, L=125 mH
fe=1mh R =2700,.R,=1000

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

I, =5mA T,.T,

Kollektorsattigungsspannung
b, 'I'.I'Jﬁ.,.rEI -4 A
J'c-'I?A,IH-LdA,T = 125 °C

Cosm

Basissattigungsspannung
f.=12A 1,=035A
f=12A[;=036AT =126

case

Kollektor-Basis-Gleichstromyverhdltnis

Ug =2V, I =12 A

= =

700 v

1000 W

7 W

20 A

30 A

4 A

A

125 W

150 “C

—40...+150 “C

2500 v

1.0 KW

20 KW
Typ. Max.

1.0 ma

4.5 mA

1,0 mA

W

W

W

1.4 v

24 W

1,85 v

0 v
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TFK 3070D

Min. Typ. Max.
Dynamische Sattigungsspannung
U, =300V, A. =250, /, =055 A,
T e =100 °C f= 3 ps L — 16 30 W
=5 pus LA — 12 20 W
Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lepen =18 Ay =144 L=12pH
—Up =T V. Rgg =060, U, =50V Uepw To0 W
DurchlaBspannung der Freilaufdiode
=17 A, Tc_“=lDU“C Uy 20 mA
Schaltzeiten
Induktive Last, T““- 100 °C
lo=12A 4, =035A [=02mH U, =700V
—U“-?V,H“-U,Eﬂ, I'..I'E=5Cr".|'
Speicherzeit i 4,0 70 ps
Abfallzeit i 0.4 06 ps
Abschaltbelastungszeit I 1.0 14 us
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TFK 3070D
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